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【背景】我々は新たな磁性材料として、窒化物強磁性材料に注目している。特に”-Fe16N2は大き

な飽和磁化をもつ強磁性材料であると報告されているが、飽和磁化が 1700 ~ 2500 emu/cm
3とバラ

ついている 1-3)。本研究では、分子線エピタキシー(MBE)法により高品質な”-Fe16N2薄膜を作製し、

飽和磁化の正確な値を明らかにすることを目的とした。”-Fe16N2成長の前段階として、報告例が

あるMgO基板上への’-Fe8Nのエピタキシャル成長を試みた
4)。 

【実験】MBE法によりMgO(001)基板上へ室温で固体 Feを供給し、450 ºC, 10 minのアニールに

より-Fe(13 nm)下地層をエピタキシャル成長した。続いて、室温で固体 Feと高周波プラズマ N2

を同時供給し、膜厚約 30 nmの’-Fe8Nを成長した。Nの供給量を固定し、Feレートのみを変え

てFe/Nの供給比が異なるFe-N薄膜を作製した。結晶性の評価には-2 X線回折(XRD)、-2 XRD、

反射高速電子線回折(RHEED)を用いた。 

【結果・考察】Fig. 1(a)に-2 XRDを、1(b)に-2 XRDおよび RHEEDパターンを示す。図中下

段の試料ほど Feレートが小さく、Feに対する相対的な Nの供給量が多い。Sample Bは、-2 XRD

に’-Fe8N(002)、-2 XRDに’-Fe8N(110)のピークが現れたことから、’-Fe8Nがエピタキシャル

成長している。Sample Aは、’-Fe8N(002)のピークが Sample Bよりも高角側にシフトしたため、

格子定数が本来の値よりも小さく、-Fe格子への Nの侵入量が少ないと推察される。sample Cは

N の供給量が多く、’-Fe4N が形成した。いずれの試料も、RHEED 像はストリークとなったが線

幅が広くぼやけており、結晶面は配向しているが格子定数が不均一と推察される。今後は、作製

した’-Fe8Nをポストアニールし、Nが規則配置した”-Fe16N2の作製を目指す。 
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Fig. 1. (a) 2 XRD, (b) 2

XRD and RHEED patterns. 
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